







l"lasa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperj-ksaan ini mengandungiTIGA iluka surat yang bercetak sebelum anda memulakan$E@riksaan ini.
Jawab KESEI"IUA EMPAT soalan.t<esemuEffi-EdJib-dj awab datam Bahasa rr4alaysia.
(a) Perihal-kan dengan ringkas mengenai:
( i ) keadaan seimbang dan tak seimbang bagipembawa, dan
1.





dalam suatu bahan semikonduktor
( 35 markah)
(b) Dengan mempertimbangkan suatu simpang mendadak
P-h' tunjukkan dengan berdasarkan prinsip asasbahawa lebar kawasan kesusutan pada kese-
imbangan terma dapat dinyatakan o.l_eh:
fzr- ,/N,, + N",\ I t
w = ln' (-fi^*-=JuotlL- AU J
di mana sj-mbol--simboL mempunyai makna yangbiasa. Dari sini, perturunkan formufa bagiIebar kawasan kesusutan untuk simpang mendadak
satu-sisi p--n yang berada di bawah pengaruh
vol tan p j-ncang songs ang V. Lakarkan jugagambarajah jalur tenaga bagi menggambarkankeadaan simpang ini di bawah pincang songsangdan di dalam keseimbangan terma tanpa pincang.







Suatu diod pemancar cahaya (LED) perlu dibuat
menggunakan GaIIium-Assenide-Phosphide' Bin-
".tt![.tt faktor-faktor yang akan mempengaruhi:(i) panjang gelombang cahaya yang dipancarkan
ol-eh diod.
(ii) kuantiti foton terpancar.
iii) ciri I-V dariPada diod. (50 rnarkah)
Terangkan dengan jelas bagaimana tindakan
laser dapat dj-aruhkan dalam laser simpang p-n
semikonduktor degenerat.
Suatu laser simpang hetero GaAs mempunyai




di mana Jrro* ketumpatan arus nominaf dan go
dan Jo merupakan nilai empirikal yang diper-
olehi dari eksperimen. Sekiranya faktor
kurungan laser tersebut dinyatakan oleh:
)l ,
terbitkan ketumpatan arus minimum yang
diperlukan untr:i laser beroperas i dalam
sebutan d, Q, l, o'I L dan R (simbol--simbol-
mempunyai makna yang biasa)' Bincangkan juga
impiixasi penting AJri ungkapan yang diterbit-
kan.
( 50 nrarkah)
Suatu transistor dwikutub pnp mempunyai pendopan
tung sekata dalam setiap kawasan dan lebar tapaknyalaaf.n W yang Iebih pendek berbanding denganpaniang t"=tp.ti Lp. supaya 6/Lp S 0'f ' Transistor
dipincang pada keadaan mod aktif' Bincangkan proses
pengafirin arus dalam transistor tersebut dan
Lutiikan bahawa arus pengumpul berkadar ' terus
d,engan cas pembawa minoriti yang ter-simpan di tapak'
euktikan bJgaimana kecekapan pengeluar transistor
tersebut boleh ditingkatkan.
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Terangkan dengan bantuan gambarajah bagaimanaIapisan kesusutan dan songsangan boleh
terbentuk dafam suatu sistem semikonduktor-
oks ida- Iogam . Apakah faktor yang mengawal
titik songsangan?
( 60 markah)
(b) Semikonduktor jenis-p dal-am suatu sistem MOS
-?mempunyai ketumpatan pendopan *A m - dan
ketelusan es. Cari kelebaran permukaan kawasan
kesusutan dalam sebutan keupayaan merintangai
semi-konduktor tersebut .
(40 markah)
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